Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne urządzenia do wytwarzania struktur niskowymiarowych techniką osadzania warstw atomowych ALD (ang. Atomic Layer Deposition)
	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2009
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie 
	fabrycznie nowe
	potwierdzić

	6.
	Rodzaje procesów
	Wytwarzanie cienkich warstw o grubości atomowej.
	potwierdzić



	7.
	Komora reakcyjna
	Układ reakcyjny dwukomorowy

Umożliwiająca osadzanie warstw na płytkach 

a) o średnicy ≤4” 

b) oraz na płytkach o nieregularnym kształcie i minimalnych wymiarach 5x5mm.

Komora reakcyjna wyposażona w śluzę załadowczą (loadlock). Kołnierze komory umożliwiające wprowadzanie prekursorów do komory reakcyjnej. Zapewniona możliwość dostępu do komory reakcyjnej.
	potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić



	8.
	Źródło plazmy
	Generator RF (13,56MHz) o mocy maksymalnej do 600W, z możliwością regulacji w zakresie minimum 20 do  600W, wyposażony w układ automatycznego dopasowania.
	potwierdzić 



	9.
	Układ pompowy 
	a) układ zapewniający uzyskanie ciśnienia ≤1,0*10-7bar. 
b) zespół pomp o wydajności ≥ 300l/sek.
 c) układ pomp odporny na gazy korozyjne.
d) automatyczny system pomiaru i kontroli ciśnienia.
	potwierdzić
podać
potwierdzić
potwierdzić

	10.
	Prekursory warstw
	a) min. 8 modułów zawierających prekursory warstw (każda z dwóch komór wyposażona w 4 prekursory).
b) moduły z prekursorami wyposażone w barbotery.
c) linie podawcze prekursorów wyposażone w płaszcze grzewcze (temp. do 200oC) oraz w cylindry i zawory do procesów nisko i wysoko temperaturowych (2 linie do procesów niskotemperaturowych oraz 2 linie do procesów wysokotemperaturowych dla każdej z komór).
d) jeden dodatkowy zbiornik z wodą reakcyjną
	podać
potwierdzić
potwierdzić
potwierdzić

	11.
	Elektroda
	a) zapewnienie możliwości grzania elektrody do temperatury 500oC.
b) zapewnienie możliwości okresowego czyszczenia elektrody i przestrzeni wokół niej.
	potwierdzić
potwierdzić


	12
	Linie gazowe
	a) gazy: N2, O2, H2, NH3.
b) 4 linie gazowe (zapewnienie możliwości rozbudowy o dodatkowe 4 linie).
c) wyposażone w MFC.
d) linie odporne na gazy korozyjne.
e) generator ozonu.

	potwierdzić
potwierdzić
potwierdzić
potwierdzić
potwierdzić


	13
	Oprogramowanie
	- System komputerowy wraz z oprogramowaniem zapewniający sterowanie procesami urządzenia  
- Oprogramowanie sterujące urządzenia ALD i wszystkie aplikacje specjalistyczne, występujące w oferowanym urządzeniu muszą być uruchamiane w systemie operacyjnym MS Windows XP Pro 
	potwierdzić
potwierdzić


	14
	Komputer PC  z monitorem LCD do obsługi urządzenia
	procesor: Intel Core 2 Duo, min. 2.33GHz, 4 MB cache
pamięć: min. 2 GB RAM
karta graficzna: min 256 MB
dysk twardy: min 160 GB (SATA)
nagrywarka DVD ± RW (SATA)
system operacyjny Windows XP Pro
monitor LCD min.19” , klawiatura, mysz, karta sieciowa
	podać


	15. 
	System kontroli procesu.
	Automatyczne sterowanie procesem zapewniające kontrolę grubości osadzonych warstw.

	potwierdzić


	16
	Neutralizator gazów poreakcyjnych.
	Zapewniony, właściwy dla gazów wymienionych w punkcie 12 oraz produktów powstałych z ciekłych prekursorów warstw HfO2, ZrO2, SiO2, Al2O3.
	potwierdzić

	17.
	Test akceptacyjny przeprowadzony dwuetapowo.
	Pierwszy etap testu akceptacyjnego przeprowadzony zostanie w siedzibie producenta urządzenia i obejmuje następujące testy osadzania warstw:
1. osadzanie warstw HfO2:
- na podłożach: SiC, GaAs, GaN, szafir, kwarc, Si.
- grubość osadzanych warstw: 5nm, 20nm, 40nm.
- kontrola parametrów osadzonych warstw: adhezja warstwy do podłoża, jednorodność warstwy, chropowatość warstwy.
- kontrola szybkości osadzania.
2. osadzanie warstw ZrO2. 
- na podłożach: SiC, GaAs, GaN, szafir, kwarc, Si.
- grubość osadzanych warstw: 5nm, 20nm, 40nm. 
- kontrola parametrów osadzonych warstw: adhezja warstwy do podłoża, jednorodność warstwy, chropowatość warstwy.
- kontrola szybkości osadzania.
3. osadzanie warstw Al2O3. 
- na podłożach: SiC, GaAs, GaN, szafir, kwarc, Si.
- grubość osadzanych warstw: 5nm, 20nm, 40nm. 
- kontrola parametrów osadzonych warstw: adhezja warstwy do podłoża, jednorodność warstwy, chropowatość warstwy.
- kontrola szybkości osadzania.
4. osadzanie warstw SiO2. 
- na podłożach: SiC, GaAs, GaN, szafir, kwarc, Si.
- grubość osadzanych warstw: 5nm, 20nm, 40nm. 
- kontrola parametrów osadzonych warstw: adhezja warstwy do podłoża, jednorodność warstwy, chropowatość warstwy.
- kontrola szybkości osadzania.
5. przeprowadzenie procesu czyszczenia komory reakcyjnej po osadzaniu.
Drugi etap testu akceptacyjnego przeprowadzony zostanie w siedzibie zamawiającego i będzie obejmował w/w próby osadzania. Dla obu etapów testów akceptacyjnych podłoża do testów zostaną dostarczone przez zamawiającego.
	potwierdzić

	18.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 20 tygodni


	zapewnione
	potwierdzić

	19.
	Szkolenie dwóch osób, w miejscu instalacji urządzenia


	Szkolenie dwuetapowe:

- pierwszy etap po instalacji urządzenia

- drugi etap po ok. 3 miesiącach po odbiorze urządzenia
	potwierdzić

	20.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić

	21
	Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić

	22.
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie minimum 5 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić

	23.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić

	24.
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić

	25.


	Okres gwarancji minimalnie 12 miesięcy

	zapewnione
	podać

	26.
	Wymagania instalacyjne urządzenia
	Załączyć wymagania instalacyjne urządzenia: elektryczne, gazowe i inne.
	podać


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
3

